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Охорона інтелектуальної власності 
IPR3

Рівень готовності розробки. 
Пропозиції до комерціалізації
IRL6, TRL6
Виготовлення чистих металів на замовлення

Переваги

Унікальне для України обладнання.
Глибоке очищення від широкого спектра 
домішкових елементів. Високі 
продуктивність процесу рафінування 
та вихід придатного продукту

Характеристики

Маса початкового 
завантаження матеріалу, кг  2,3
Вихід продукту, % початкового 
завантаження 90
Продуктивність 
пристрою, г/год 300—400
Робоча температура, °С 950—1350
Чистота, % 99,9—99,9... 
 >99,999—99,9999

ПРИСТРІЙ ГЛИБОКОГО ОЧИЩЕННЯ Ga, In І Pb

Призначення

Для синтезу матеріалів мікроелектроніки 
та оптоелектроніки
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